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Bestimmung des Strichauflésungsvermogens
von Photoplatten fiir Elektronen

Von G. LEamprunL

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft,
Berlin-Dahlem
(Z. Naturforschg. 16 a, 716 [1961] ; eingegangen am 23. Juni 1961)

Fir eine Reihe von elektronenmikroskopischen Un-
tersuchungen sowie fiir die Aufnahme von Elektronen-
beugungsdiagrammen ist mitunter die Kenntnis des
Auflosungsvermogens — insbesondere des Strichauflo-
sungsvermogens — des Photomaterials von Interesse.
Es soll eine einfache Methode beschrieben werden, die
es erlaubt, das Strichauflosungsvermégen von Photo-
platten fiir Elektronen zu ermitteln.

Ein geniigend fein fokussierter Elektronenstrahl, der
durch zwei aufeinander senkrecht stehende Ablenk-
felder — ein periodisches und ein aperiodisches —
ausgelenkt wird, erzeugt auf der Photoplatte ein System
von Strichen mit abnehmendem Abstand. Der kleinste
noch deutlich zu trennende Linienabstand kann aus
einer solchen Aufnahme photometrisch bestimmt wer-
den; er ist dann gleich dem Auflésungsvermogen der
Platte, wenn die Halbwertsbreite des Fokus kleiner als
dieser Abstand ist.

Das periodische Ablenkfeld wird durch eine Sige-
zahnspannung erzeugt, die an das eine Plattenpaar
eines gekreuzten Ablenkkondensators gelegt wird. Die-
ses Feld lenkt den Elektronenstrahl zu einem Strich
aus. An das andere Plattenpaar wird die Spannung
eines Kondensators gelegt, der wihrend der Belichtung
der Photoplatte iiber einen Widerstand entladen wird.
Durch diese zeitlich exponentiell abnehmende Spannung
zusammen mit der Sdgezahnspannung wird der Elek-
tronenstrahl so ausgelenkt, daf} auf der Photoplatte ein
Linienraster mit abnehmendem Strichabstand entsteht.
Eine solche Aufnahme zeigt die Abb. 1. Man erkennt in
der Aufnahme deutlich die Grenze des Auflosungsver-
mogens der Platte. Einen genauen Wert liefert die
Photometerkurve (Abb.2). Dem Abstand der durch

NOTIZEN

In dieser Darstellung ist die Bildung kleiner Differen-
zen weitgehend unterdriickt. Es ist allerdings notwen-
dig, einen Einfallswinkel zu wahlen, fiir den 1 —rs und
rs —rp moglichst gro werden. Das ist, wie auch Beatrie
zeigte, in der Ndhe des Haupteinfallswinkels der Fall.
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Abb. 1. Linienraster auf der Photoplatte.

Abb. 2. Photometerkurve des Linienrasters.

die Pfeile gekennzeichneten Maxima entspricht ein
Linienabstand von ca. 4,3 u. (Die Daten fiir diese Auf-
nahme waren: Plattenmaterial Perutz Kontrast 6,5x9
cm, entwickelt in Atomal Neu, Beschleunigungsspan-
nung der Elektronen 50 kV.) Die Halbwertsbreite des
Fokus lag nach geometrischen Abschdtzungen etwa zwi-
schen 3 und 4 u. Fiir die Perutz-Silbereosin-Platte
wurde ein kleinster Linienabstand von etwa 6,5 u ge-
funden, wihrend bei der Gevaert-Scientia-Platte der
kleinste Abstand etwa bei 3,6 1 lag und wahrscheinlich
durch die Halbwertsbreite des Fokus bestimmt war.
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